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Podstawowym celem wnioskowanego projektu jest gaayie wiedzy umdiwiajacej stworzenie
podstaw technologii otrzymania ultra cienkich dwmtmiedzi osrednicy rzdu 10 um. Wiadomaze druty
z monokrysztatow metali o $rednicach rgdu kilku mikrometrow ma znacznie wysze
napkzenie uplastyczniage, niz druty o wekszych srednicach. Efekt ten jest obecnie jest ttumaczony
utrudnieniem mechanizméw odksztatcenia plastycznaga redukej drogi swobodnej ruchu dyslokaciji
w wyniku zmniejszeniusrednicy probki odksztatcanej plastycznie. Istqiej metody otrzymania takich
wyrobow g podobne do otrzymania nanodrutéw lub polggaf wycinaniu drutu (faktycznie dasy
krotkiego peta, ktorego diugé jest niewiele wgksza odsrednicy) za pomagwiazki jondw. Nie pozwala
to na zastosowanie obserwowanego zjawiska w wighzigch techniki wykazagych due zainteresowanie
ultra cienkimi drutami (na przyktad mikroelektroajk

Stosowane dotychczas technologie pozwale otrzymanie drutow z polikrystalicznych metali
i ich stopéw o minimalnejrednicy rzdu 20um. Wykorzystywany jest w nich procesggaienia. Autorzy
projektu wysunli hipotez, ze ultra cienkie druty z polikrystalicznej miedzi kaga istotny wzrost
charakterystyk wytrzymakaiowych przy zmniejszeniu ickrednicy do wielkéci rzedu 10 pm. Oczekuje
sie, ze efekt ten &dzie podobny do tego obserwowanego dla metali mystdicznych. W badaniach
wykorzystana zostanie nowatorska technologia opvana na potrzeby wnioskowanego projektu,
wykorzystupca proces ggnienia bezmatrycowegarfg. Dieless Drawing, w skréce DD). Polega ona na
kontrolowanym rozejganiu lokalnie nagrzanego wsadu, bez stosowanigadia. Konwencjonalna
technologia cignienia jest limitowana minimadnsrednia ciggadta, maliwg do wykonania z naturalnego
diamentu, wynosga nie mniej nk okoto 20 pm, co jeszcze nie wystarcza do zaobsean@ wzrostu
napkzenia wytrzymatéci w wyniku ograniczeniarednicy drutu. Modyfikacja procesu DD, zaproponowan
we wnioskowanym projekcie polega na wieloprzepugtowvydtuzeniu drutu w warunkach zapewnjeych
intensywne umocnienie materiatu oraz odnawianistptanadci po kazdym przepgcie. Metodyk nazwano
modyfikowanym procesem bez matrycowegagnienia (MDD). Celem roboczym batdawskpnych
wnioskowanego projektu bylo sprawdzenie hipoteay, efekt wzrostu wytrzymaseoi cienkich drutow
ze stopu Mg, wwyniku zmniejszeniu ickrednicy, dotyczy take produktu otrzymanego z metalu
polikrystalicznego. Uprzednio efekt ten zostat ddm@ny jedynie dla monokrysztatow. Pawgya hipoteza
zostata zweryfikowana pozytywnie. W ramach badstpnych wnioskodawcy udowodnilke ciagnienie
drutu z polikrystalicznego stopu Mg (heksagonalmaksura krystaliczna) od pogtkowej srednicy 1 mm
do 50 um powoduje ponad 47% wzrost jego wytrzystddz 230 MPa do 340 MPa), nie zmany
z umocnieniem odksztatceniowym materiatu. Istotrggtem zasadniczych badanioskowanego projektu
jest znalezienie wyttumaczenia przyczyn tego efektag6linione take dla metali o regularnej strukturze
krystalicznej. Jako materiat badawczy do hadasadniczych wybrano polikrystaliezmiedz (struktura
krystaliczna regularna, mechanizmy odksztalcenige ini w przypadku stopu Mg aywanego podczas
bada wstpnych).

Podstawowym mankamentem metody DD zidentyfikowanyodczas bada wskpnych
do wnioskowanego projektu jest ograniczenie makéyegm wydtienia odksztalcanego materiatu (sovi
i jego érednicy). W czasie tych baflastwierdzono,ze wynika to z dwoch przyczyn. Piervgsjest
niejednorodnét rozktadusrednicy na diugéci produkowanego drutu. Drugim problemem jest wypaaie
sie plastycznéci i utrata spojnéci odksztalcanego materialu. Znaczenie tych problgnstaje si
zrozumiate, jeeli wezmie sg pod uwag, ze do uzyskania drutu &rednicy 10 um ze wsadu spednicy
1 mm trzeba 1 m wsadu wydlgt do dtugdci 10 km. Do rozwizania w/w probleméw wnioskodawcy
zaproponowali koncepgijteorii 0 roboczej nazwie technologiczna nadplasigg:. Dopracowanie tej teori
oraz jej pozytywna weryfikacja me stanowé baz do opracowania potencjalnych, wydajnych technélogi
wytwarzania ultra cienkich drutéw miedzianychstednicy rzdu kilku um) istotnych do rozwoju vwmaych
gakzi techniki.



